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Tentamen ESS116
Elektriska Niat och System F2

Examinator: Jan V. Grahn
Fredag 19 augusti 2022 kl. 14:00-18:00

Salstentamen

Tentamen omfattar sex berdkningsuppgifter. Fullstindiga berdkningar maste
redovisas. Korrekt och vdlmotiverad 16sning med svar ger maximalt 3 poiang (p).

Ange uppgiftsnummer och personlig kod 6verst péd varje papper, Skriv endast pa
ena sidan av papperet. Blanda aldrig olika uppgifter pa samma sida.

Tillatna hjdlpmedel:
e Chalmersgodkand raknare
e Physics Handbook
e Beta Mathematics Handbook
o Kompletterande formelsamling Kretselektronik ESS116 ht 2021

For godkant kravs 8 p.
Betygsgrianser: Minst 8 p ger betyg 3, minst 12 p betyg 4 och minst 15 p betyg 5.
Poéng inkluderar eventuell bonus fran duggan ht 2021.

Resultat meddelas via kursens hemsida 1 Canvas.

Forfragningar: Examinator Jan Grahn, Mikroteknologi och Nanovetenskap.
Mobil 0730-34 62 99/e-post jan.grahn@chalmers.se.

Lycka till!
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Uppgift 1.

Berédkna spidnningen mellan nod 1 och 2 for nedanstdende DC nit.

Anvind maskanalys!
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Uppgift 2.

Hirled ett uttryck for overforingsfunktionen i1 kopplingen nedan.

Rékna ut R1 och R2 si att:

Beloppet av forstarkningen Uut/Uin = 100 vid hoga frekvenser.

Beloppet av fasskillnaden mellan Uut och Uin édr 135° da w=10 000 rad/s.

Givet att C=2 uF och att operationsforstiarkaren ar ideal.

+
Uin /

Uut
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Uppgift 3.
Spanningskillan U ar inkopplad 1 RLC-nitet under ldng tid.

Vid t=0 aktiveras brytaren och spidnningsskillan kopplas ur nétet.

Rékna ut strommen i(?) for t=2som U=3 V,R=3Q,C=2F,L=18 H.
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Uppgift 4.

Forstarkarkopplingen nedan har en vilopunkt pd Ip=1.55 mA och Ups=2.27 V, dér
MOSFET ens transkonduktans dr 5.7 mA/V.
Vad éar transistorns troskelspanning samt vad har den for inimpedans?

Kapacitansen kan anses stor for aktuella signalfrekvenser.

165V

ul

R_=60 kQ, R =100 kO, R =8 k(, R_=55Q, R.=1kQ



Uppgift 5.

I transistorkretsen nedan kan man fritt variera Rg.

Vad blir (till beloppet) hogsta mdjliga smésignalforstirkning?

Givna transistorparametrar dr hie=7 kOhm och h=250.

Kapacitanserna kan anses stora for relevanta signalfrekvenser.

.

¢
u, (i') = %RE Uy

R,=230 kQ, R,=7 kQ, R_=5 kQ,
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Uppgift 6.
Berédkna hur utspanningen Uy beror pd inspanningarna U;, Uz och Us

De béda op-amparna kan antas vara ideala.
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